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摘要：用于研究电子与固体相互作用的 Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ（ＭＣ）模拟技术已成功应用于获得测长扫描电子显微镜
（ＣＤ－ＳＥＭ）中的线扫描轮廓曲线．以前的研究主要关注具有尖锐边缘的简单几何形状的样品，为此将相应的
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模拟扩展到具有平滑弯曲形貌的波形结构样品．ＭＣ模拟模型用Ｍｏｔｔ截面描述电子的弹性散射以及基于完
全Ｐｅｎｎ算法的介电函数理论描述电子的非弹性散射．综合考虑了不同实验因素，如电子束能量，几何参数和
材料性质对波型结构样品ＣＤ－ＳＥＭ线扫描曲线的影响；计算表明，随着样品结构高度的降低，二次电子的两
个侧边峰可以合并成一个中心单峰，该特征为平滑线状结构样品的关键尺寸表征带来了新的挑战．
关键词：扫描电子显微镜；Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ；二次电子
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